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4.3.70

La invencidn se refiere & un circuito multivi-

’ L] . ’
: brador monocestable, que tiene una gran variacion de anchu-

‘ra de impulsos, cuyo eircuito esta provisto de un conden-

sador dispuesto en un clrecuito de carga, a cuyo extremo

el condensader estd conectado en serie con una resisten-

~cia, entre un terminal de un mansntial de alimentacidn y

. un electrodo de base de un transistor, en tanto que una

conexidn de cc esta prevista entre los mismos, estando
dispuesto un circuito de emisor-colector de dicho transis-
tor entre dicho terminal y un segundo terminal del manen-
tial de elimentacion, estando incorporedo el condensador
en un circuito de descarga en el que la citada resistencia
en disposicién de serie con un eclrouito de colegctor-emisor
de un segundo transistor, esta conectada entre los citados
termineles del manential de alimentacion, estando acoplado
un slectrodo de base de dicho segundo transistor gl elec-
trodo de colector del primer transistor, para obtener une
interrupcion sincrona en oposicion de fase con el primer
transistor, incluyendo el ecircuito de descarga un tercer
transistor parsa producir la gran variacion de anchura de
impulsos, cuyo tercer transistor interrumpe en la misma
forme que el segundo transistor y a un electrodo del cual
esta conectada una resistencia ajustable.

Son conoeidos circuitos multivibradores, entre
otros, de un articulo de G. Miller "Kippstufen mit extrem
variabler Schaltzeit" en la "internationale Elektronische
Rundschau", de julio de 1.967, numero 7, paginas 173-176.
Particularmente en la pagina 174, la figura 2 describe un
circuito multivibredor monoestable, que tierne una gran ve-

riacion de anchure de impulsos. La resistencia ajustable,
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4.3.70

por la cual puede ser ajustada la anchura de impulsos de
la sefial generada por el cirouito multivibrador, esta pre;
vista entre el electrodo del emisor del tercer transistor
¥y una toma en un divisor de potencial consctado a log ter~
minales del manantial de elimentacion. El circuito de co-f
lector-base del tercer transistor estd conectado en para-
lelo al condensador, cuyo circuito forme parte del circuito de
descarga. Un terminal de entrada y un terminal de salidsa
del circuito estan acoplados a los electrodos de base y
colector, respectivamente, del primer transistor. En el
estado estable del circuito multivibrador monoestable, el
tercer transistor y el segundo transistor estan fuera del
conducoién, mientras el primer transistor esté saturado.

Un impulso de dispero aplicado al terminal de entrada del
circuito, lleva &l circuito a su estado estable, durante

el cual el primer transistor esta fuera de conduceidn
mientras los otros dos estan saturados. Se ha encontrado
gue la resistencia ajustable, que determina ampliamente

la descarga del condensador y, por consiguiente, la dura-
cion del estado estable, solo conduce corriente en el esta-
do estable. De hecho, antes de que ocurra el impulso de
disparo, la resistencia ajustable es desconectada por el
tercer transistor. El resultado es que la resistencia ajus—
table no puede ejercer influencia sobre la resistencia de
entrada del circuito, de manera es posible ajustar la re-
sistencia dentro de limites muy amplios. De hecho, si la
resistencia ajustable formare perte del circuito de des-—
carga, un valor ajustado menor daria lugar & una resisten-
¢ia de entrada menor, del cilrcuito multivibrador. Para va-

lores muy pequefios de la misma, la sensibilidad de dispero
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de circuito habrie dismimuido considerablemente.
La separacion entre el circuito de carga no vaé
rigble en el estado estable y la descarga del condensador
ajustable dentro de 1imites muy amplios en el estado es- .
table, produce una gran veriacion de anchurae de impulsos.
Un objeto de la presente invencioOn es crear v
sencillo circuito multivibrador monocestable, que tenga

una gren variacion de anchure de impulsds, y en el cual

: ¢1.. estado estable pueda ser ajustado a une durecidn extre-

madamente corte. A este fin,el cirouito multivibrador mo-
noestable segin 1& invencidn esté caracterizado porque un
slectrodo de emisor del tercer transistor estd conectado -
al electrodo de base del primer transistor, que eé del
mismo tipo de conductividad, mientras un electrodo de ba~
se del tercer transistor estéd ascoplado & un terminal que
conduce una tensiodn de referencia, entre cuyo terminel y
el electrodo de emisor del primer transistor, ests conec-
tado un elemento de umbral que tiene una tenéién de umbral
que essensiblemente igual a la suma de las tensiones de
union de los transistores primero y tercero.

Con el fin de que la invencion pueda ser facil-
mente ~reelizeds, sera zhora descrita en detalle una rea~
lizacion de la misma, & modo de ejemplo, con referencia
el dibujo esquemdtico que se acompaiia. ' |

En la figura, los nUmeros de referencia 1, 2 ¥
3 muestran un primer, un segundo y un tercer transistores,
respectivamente. Los transistores 1, 2 y 3 mostradosson
del tipo php, pero pueden ser, alternativamente, del ti-
po npn . Los electrodos de emisor de los transistores 1 y

2 estan conectados conjuntamente. Un elesctrodo de colec—
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: ’ I
“$or del transistor 2 esta conectado, a traves de un con~

densador 4 y una resistencia 5, a un electrodo de base
del transistor 1 y a un terminal -V1, respectivamente.

Un fterminal positivo y un terminal negativo del
condensador 4 estan conectados al electrodo de base del
transistor 1. La slimentacidén de carge, e une polaridad
dade,- gl terminal similermente indicado del transistor
4 estara indicado cargando. La salida de carga estara.
indicaeda descargando. El terminal —V1 forma parte de un
manantial de alimentacidn no mostrado, otro terminel del
cual ge supone gque esta conectedo a tierra. Los electrodos
de emisor interconectados de los transistores 1 y 2 estan
conectados a tierra pare obtener una polarizacién a través
de una disposicidn en peralelo de une resistencia 6 y un
condensador 7. Bl electrodo de base y un electrodo de co-
lector del transistor 1 estan conectados, & traves de re-
sistencies 8 y 9, respectivamente, al terminal -Vy. E1
electrodo de colector del tremsistor 1 esté conectado a
une disposicion en paralelo de una resistencia 10 y un
condensador 11 cuyes disposicidn en paralelo estd conectada
8 tierra a traves de una resistencia 12. Las ;esistencias
10 y 12 constituyen un divisor de potencial, una toma del
cusl esta conectada a un electrodo de base del transistor 2.

El electrodo de base del treansistor 1 esta co-
nectado a un electrodo de emisor del transistor 3, un
electrodo de colector del cusl esta conectado al terminal
~V;. Un electrodo de base del trensistor 3 estd conecta-
do a un extremo de una resistencia ajustable 13, cuyo otro
extremo esti conectado & un terminal 14. El terminal 14

esta conectado, & traves de un diodo Zener 15, al terminel
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1 ~V1. Fl terminel 14 estéd tembien conectado a un catodo

de un diodo 16, cuyo anodo este conectado a la union de

f los electrodos de emisor de los transistores 1y 2, a la-

. resistencie 6 y &l condensador 7, El diodo Zener 15 &pli-

ce une tension de referencia al terminel 14, cuya tensidn
esta indicada por - R Fl diodo 16 sirve como un elemento

de umbral que tiene una tension de umbrel de 2 Vpg. Pera

 las resistencias 1 y 3 las tensiones de unidn estén indi-

cades por Vgp. El diodo 16 puede estar formado tanto como
un diodo unico como con dos diodos dispuestos en serie.
Ta construceion es dependiente del tipo de los transisto-
res 1 ¥ 3, que son, por ejemplo, del tipo de silicio o
germanio y del tipo del diodo 16. Por ejemplo, un diodo
de silicio OA 202 puede ser usado para dos transistores
e silicio.

El circuito multivibrador estsd provisto de un
terminal de entrada 17, el cual esta conectado, a traves
de un condensador 18 2 la union del electrodo de base del
transistor 1 y del electrodc de emisor del transistor 3.
Una sefial 19 esta indicada en el terminal de entrada 17,
cuya sefial esta mostrada por impulsos rectangulares de
arrastre. Bajo la influencia de los impulsos de disparo
rectangulares en la sefial 19, la sefial 21 mostrada apare-
ce en por ejemplo, un terminal de salida 20 del circuito
conectado al electrodo de colector del transistor 1. La
sefial 21 muestra impulsos indicados por lineas llenas y
de trazos, cuyos impulsos ocurren entre niveles ~V1 y O
indicados por lineas de puntos (potenciel de tierra).

Para explicar el funcionamiento del ecirecuito,

est4 mostrada una sefial 22, la cual aparece en el electro-

Shaiit
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do de base del transistor 1 y en el electrodo de emiscr
del transistor 3. Un nivel -V, + Vpg esta indicado en la
geflal 22. Las porciones de paso negativas estén mostradas
arresirando en las seflales 19, 21 y 22, que estan mostra—.
das como una funcion del tiempo. Pars uso del multivibra-
dor en television, los impulsos mostrados en la sefial 19
pueden representar los impulsos de sincronismo de linea o
de campo.

Para explicar el funcicnamiento del circuito
multivibrador monoestable, la posicidon de partida es el
estado esteble, Un instente en el estado esteble esta in-
dicado por t; en la sefiel 19. EL transistor 1 esta satura-
do en el instante 3. Como consecuencia, el electrodo de
base del transistor 1 tiene une tensidn ~Vp + Vg (sefiel
22), puesto que una tension -Vp & 2Vpp esta aplicada al
electrodo de emisor. El resultado es que el transistor 3
esta fuera de conduccidn, puesto que el terminal 14, aco-
plado, a traves de la resistencia ajustable 13, &l electro-
do de bese, conduce la tension -Vp. EL trensistor 2 esta
también fuera de conduccidn, debido a que la tensidn en
el electrodo de base del mismo es menos negativa, bajo la
influencia -de la division de tensidn a través de las resis-
tencias 10 y 21, que la polarizacion (sefial 21) aplicada
al electrodo de emisor con ayuda de la resistencia 6 y
del condensador 7. La saturacion del transistor 1 da luger
& que una carga positiva sea aplicada, a traves del circui-
to de emisor-base del mismo, al terminal positivo del con-
densador 4. EL condensador 4 esta asi dispuesto en un cir-
cuitode carga que incluye, entre otros, la resistencia 5

v el circuito de base-emisor del transistor 1. La resisten-
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:cia 8 proporciona una conexion de CC entre el electrodo de

base del trensistor 1 y el terminal - s cuya conexion pue-

“de estar formada, alternativamente, de una manere diferen-

te, por ejemplo, con transistores.

Poco después del instante %7, ocurre un escaldn de

" peso negativo, de un impulso de disparo, en la sefial 19, El

condensador 18, juntamente con el circuito de base-emisor
del transistor de conduccion 1 y de las resistencies 5 y
8, constituye una red de diferenciacion, en la que el con-
densador 4 produce como un cortocircuito. El resultado es
que aparece un corto impulso de arrastre en la sefizl 22.
El estado estable del circuwito no es influenciado por ello,
de manera que no se origina variacion en la sefial 21.

En el instante I, ol escaldn de peso positivo del
impulso de disparo aparece en la sefial 19. En el primer
ejemplo, el escaldén de paso positivo es transferido por el
condensador 18 al electrodo de base del trensistor 1 y al
electrodo de emisor del tramsistor 3. Los transistores 1 y
3 tienden, por lo tanto a estar fuera de conduceidn vy a
saturarse, respectivamente. La corriente de colector de—
creciente del transistor 1 da luger a una caida de tension
menor & trevés de la resistencia 9. La variacidn de paso
nevetivo se origina instentenesmente a través del condensa-
dor 11 en el electrodo de basé del transistor 2, de nmanera
gue este transistor es saturado. La caida de tension resul-
tante a traves del transistor 5 hace menos negativo 1la
tension a traves del condensador 4 en el electrodo de base
del transistor 1. Se ha encontrado que es obtenido un efec~
to de avalancha por medio de los escalones de paso positi-

vo dejados pasar por los condensadores 18 y 4. Los transis-
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tores 1 y 2 cambian escalonadamente de uno a otro estado
de funcionamiento, es decir, los transistores 1 y 2 inte-
rrumpen sincronicamente en oposicién de fase. Este efec~
to resulta manifiesto en la selial 21 porque el valor de
la sefial en el instante %, disminuye escalonadamente has-
ta aproximadamente -V4. La diferencia de los valores de
-V, es originada por la division de tension & traves de
las resistencias 9, 10 y 12.

Para el transistor 3 sucede que tiende & comen-
zar a conducir inmediatamente bajo la influencia del esca-
16n de paso positivo en el impulso de disparo en la sefial
19. De hecho, cualquier pequefis varizcion en el sentido
positivo de la tensidn en el electrodo de emisor del Hran-
sistor 3 relativa gl nivel --VR + VBE en la selial 22, puede
hacer que el transistor 3 sea saturado. Entonces el esca—
10n de paso positivo ocurre en el electrodo de emisor del
transistor 3, cuyo escalon es originado por interrupcion
de log transistores 1 y 2. La consecuencia es que el tran-
sistor 3 es inmediatamente saturado en el instante %,, El
condensador 4 esté, por lo tanto, dispuesto en un circuito
de descarga que comprende logs trensistores 2 y 3 en dispo-
sicidn de serie. La corriente de descarga del condensador
4 puede ser sjustada en el circuito de descarga (4, 3, 2)
con la ayuda de la resistencia ajustable 13.

Si le resistencia 13 es ajustada sensiblemente
a cero, el oondgnsador 4 puede ser descargado muy répidar
mente. En, por ejemplo, el instante 33 en la seflal 22, la
tension en el terminal positivo del condensador 4 puede
haber disminuido gl velor "'VR 4 VBE"" El resultado que el

trensistor 3 tiende inmediatamente a ser puesto fuera de
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‘conduceidn, por 1o cusl el trensistor 1 tiende a ser satura-
do inmedistamente. Debido a que el transistor {1 esta saturado,
§e1 trensistor 2 tenders analogamente & ponerse fuera de con-
‘duccion. Lia conmutacidn resultante de los transistores 1 y

2 en un sentido opuesto, produce el escaldn en la sefial 21
mostrada en el instante §3.

La diferencia de tiempo entre los instantes %,

\'g 33 puede ser hecha muy pequefia. Esto es conseguido conec—
tando la disposicién en serie de los cirouitos de emisor-ba~
se de los transistores 1 y 2 en paralelo con el diodo 16,

a une tension de union de ZVBE y pera conectar el conjunto
gl terminal 14, & una tension de referencia ~Vp. s encon-
trado que log transistores 1 y 3 deben ser del mismo tipo
de conductivided para la separacidn del circuito de carga
que incluye el transistor 1 y del circuito de descargs que
incluye el trahsistor 3.

Para un valor mayor de la resistencia ajustable
13, la descarga del condensador 4 cubriréd un mayor periodo
de tiempo. Pare ilustracidn del resultado, esta mostrada
por 1ineas llenes, en las sefiales 22 y 21, la interrupcidn
que sSe realiza en el instante §4.

Para pequelios valores de la resistencia 13, la
descarga del condensador 4 se realize emplizmente a traves
del circuito de descarga (4, 3, 2). Para mayores valores
de la resistencia 13, la descarga comienze tambien a reali-
zarse o traves de un circuito de descarga que incluye las
resistencias 5 y 8. Una meyor y satisfactoria variacion de
anchura de impulsos ajusteble, en la sefial 21, puede ser
obtenida controlando la resistencia 13 de acuerdo con una

> 4 () 3 I *
funcion logaritmica. Como comnsecuencia, es obtenido que,
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para una duracion de impulso muy largs o muy corta en la

sefial 21, los circuitos de descarga (4, 8, 5) y (4, 3, 2),

respectivamente, determinan ampliamente la descarga del

condensador 4. Una trensicion suave del proceso se resliza
5 en la zona intermedia.

La conexion de la resistencia ajustable 15 al
electrodo de base del transistor -3 proporcionsa la ventaja
de que la influencia del ajuste resulta manifiesta en una
forma smplificada en el circuito de emisor-colector del

10 transistor 3. Por supuesto, la resistencia 13 puede estar
al ternativamente, prevista entre el electrodo de colector
¥y el terminal -V1o

Serd evidente que los componentes del circuito
multivibrador segin la invencidn pueden estar ampliamente

15 integrados en un cuerpo semiconductor. Los condensadores
4, 7, 11 y 18 y la resistencia ajustable 13 pueden estar
conectados al circuito integrado.

La presente solicitud que corresponde a la pre-
sentada en Holanda el 1 de Marzo de 1.969 con el nlmero

20 6903230 se acoge a los beneficios del articulo 51 del vi-

gente Estatuto sobre Propiedad Industriel.

N OT A
25

Los puntos de invencidn propia y nueva que se
presentan parsa que sean objeto de esta solicitud de Paten—

» [4 ~ Iy Pt
te de Invencion en Espafia, por veinte afios son los siguien~

o - 376797
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12 .- Una disposicion de eircuito multivibrador,

jmonoesta.ble; que tiene una gran variacion de anchura de
‘impulsos, cuyo circuito esta provisto de un condensador
édispuesto en un circuito de carga, a cuyo extremo esta co-
mectado el condensador en serie con una resistencia entre
un terminal de un manantigl de alimentacion y un electrodo
de base de un transistor, mientras que una conexion de d.c.

‘esta prevista entre ellos, estando dispuesto un circuito

de emisor-colector de dicho transistor entre dicho terminal
v un segundo terminal del manantial de glimentacion, estan-
do incorporado el condensador en un circuito de descarga
en el que dicha resistencia, en una disposicién.en serie
con un circuito de colector-emisor de un segundo transistor,
esta conectada entre dichos terminales de manantigl de ali-
mentacidn, estendo acoplado un electrodo de base de dicho
segundo transistor al electrodo de colector del prinmer
transistor, pera obtener une conmutecion sinerona en 0pOS im
cion de fase con el primer tremsistor, inoluyendo el oir-
cuito de descarga un tercer transistor pare produvcir ls
gran variscion en anchure de impulsos, ocuyo tercer transis-
tor conmuta de la misma forme que el segundo transistor y
g un electrodo del cugl estéd conectado como resistencisa
ajustable, caracterigzeda porque un electrodo de emisor del
tercer tremsistor estéd conectado al slectrodo de base del
primer trensistor, el cual es del mismo tipo de conducti-
vidad, mientras gque un electrodo de base del tercer tran-
sistor esté acopledo a un terminal que conduce una tension
de referencia, entre cuyo terminal y el electrodo de emisor
del primer transistor estad conectado un elemento de umbral

que tiene un velor de umbral que es sustancislmente igual
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‘a la suma de las tensiones de unidn de los transistores

primero y tercero.

29,.- Une disposicion segin 1la reivindicacion 1,‘
caracterizaéa.porque el elemento de umbral esta formado |
con al menos un diodo cuyo sentido de corriente esta diri-
gido paralelamente al de logs transistores primero y terce-
0.

3%,- Una disposicidn segin las reivindicaciones
106 2, caracterizade porque la resistencis ajustable esta
dispussta entre el citado terminel que conduce la tension
de referencie y el eleotrodo de base del tercer transistor.

42,~ Una disposicion segin cuelquiera de las rei-
vindicacionés precedentes, caracterizada porque dicha re-
gistencia ajustable es controleble de acuerdo con una fun-
cidn logaritmica.

52,- Une disposicidn segun cualquiera de las
reivindicaciOnes precedentes, caracterizada porque un ter-
minal de entrada del circuito esté conectado, a través de

un condensador, al electrodo de base del primer transistor,

‘gl electrodo de emisor del tercer transistor y a un termi-

nal del condensador primeramente mencionado, mutuamente in-
terconectados.

62,~ Une disposicion segun cuslquiera de las
reivindicaoiones precedentes caracterizada porque los com~
ponentes del circuito estan ampliamente integrados en un
cuerpo semiconductor.

72 .~ Una disposicion de cirouito multivibrador,
monoestable;

Tal y como se ha descrito en la Memoria que ante-

cede, representado en los dibujos que se acompeaiflan y para

- 13 - 3767@7
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{los fines que se han especificado.

-Bsta Memoria consta de catorce hojas escritas

| a maquina por una sola cara.

Mearid, 1 {iAR 1970

376797

4--3070 b 14‘ g
MTR/ .



\"'V1
5 £8 39 ..
15/% % é % 2 ‘ 0
1 ”
14/ “VR V N t t{z t3) s
22 N ('- 720
NetVget s | T+
Rk ||
ty tats 1y 1
1o ] c K/ (:: %10
-
bte) 8 Vee. | M
19
16/ 732V 2
J2

1

i
: ] ‘
F Oy L e avady

keur kowdy




	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



